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【背景概要】In–Ga–Zn–O(IGZO)に代表されるアモルファス酸化物半導体薄膜トランジスタ(TFT)

は、アモルファス Siに比べ、低いリーク電流、優れた大面積均一性を有し、室温成膜が可能であ

り、チャネル材料として盛んに研究が行われている[1]。本研究グループでは、IGZO 成膜時の水

素添加がキャリア抑制剤として作用する事を立証しており、150℃での駆動が可能である[2]。従来、

ゲート絶縁膜には CVD 法により成膜された二酸化ケイ素が用いられているが、CVD 法では約

400℃の高温が必要であり、フレキシブルデバイスに向けた応用が難しい。本研究で使用する酸化

アルミニウムは二酸化ケイ素と比べ、高誘電率で、陽極酸化により室温形成が可能なゲート絶縁

膜であり、今回 TFT を作成する上で、全てのプロセスを 150℃以下で行うことを試みた。 

【実験内容】本研究では、4inchの石英基板上にゲート絶縁膜として室温で陽極酸化を用いて酸化

アルミニウムを成膜し、その上にチャネル層として RF マグネトロンスパッタリング法により室

温で In:Ga:Zn:O=1:1:1:4 (atm%)を成膜した。チャネル保護膜として SU-8を用いて、その後ソース・

ドレイン電極(Mo/Al/Mo)を形成し、ボトムゲート型 IGZO TFT を作製した。TFT は大気雰囲気下

で 150℃1時間のポストアニールを行い電気特性・信頼性を評価した。 

【実験結果】図 1 に酸化アルミニウムゲート絶縁膜 60nm、IGZO1114 チャネル層を 45nm で作製

した IGZO–TFT の７つの I–V 伝達特性を示す。S 値が平均 0.14(V/dec)、閾値は 0V 付近となり、

また、基板上に同時に作製した複数の TFT の特性のバラツキが少ないことから、高い再現性、均

一性を持ち合わせていると考えられる。図 2 は、ゲート電圧にストレス印加を Vstress=5V、5000

秒間行った正バイアスストレス信頼性試験結果である。正シフトが 1V 未満に抑えられており、

ストレス信頼性が高いことが確認できた。これらの結果より 150℃以下の低温プロセスで作製し

た TFT の駆動が可能であることが示唆された。 
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